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蛍光X線膜厚計による半導体デバイスの膜厚測定
FT150 / FT150h
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多層膜(最大5層、元素13Al～92U) の非破壊で簡易・迅速な膜厚測定
φ30 µmX線ビームと高精細カメラによる微細電極パッド部の膜厚測定
ウェーハホルダによる１２インチウェ―ハ全面の膜厚分布評価

ウェーハホルダ 高精細カメラによる試料観察像 FT150、FT150h

プリント配線板 コネクタ チップ部品 リードフレーム

特 長

Siウェーハ上のCu/Ni/Pd/Au多層膜の膜厚測定結果 (n=20)

半導体デバイスの他、プリント配線板、コネクタ、チップ部品、リードフレーム等微小部の
電子デバイスの膜厚測定にも有効です。

測定事例

FT150はX線集光用ポリキャピラリによる高輝度化、
SDD検出器による高分解能・高計数率化により、
微小部極薄膜試料の高スループットの測定を実現！

元 素 Au Pd Ni Cu 

平均（nm） 52.2 51.6 2058 5196 

SD（nm）  0.55 0.70 6.6 13 

RSD 1.1% 1.4% 0.32% 0.25% 


